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Elektronisches Verhalten bestimmter Korngrenzen
in perfekten Kristallen

Von H. F. Mataré

Firma Intermetall, Diisseldorf*

(Z. Naturforschg. 9a, 698 [1054]; eingeg. am 7. Juli 1954)]

Das interessante Verhalten bestimmter Korngren-
zentypen in perfekten Kristallen war Anlall zu einer
Untersuchung der mdiglichen Fille eines Einbaues
struktureller Inhomogenititen in einen Kristall und
deren Auswirkungen auf den Stromtransport. Im
AnschluBB an Arbeiten von Read, Shockley und
Fan' %3 wurden gerade die Korngrenzen mit hohem
Widerstandssprung studiert. Die symmetrische Kenn-
linie und ihre Abweichungen bei Erwirmung zeigte,
dal es aussichtsreich sein mul}, eine solche Zone kri-
stallographischer Stiérung oder das Stirfeld einer sol-
chen Wachstumsanisotropie zur Triagerinjektion zu
verwenden.

Dreielektrodenanordnungen ergaben interessante
Resultate. In die Storzonen injizierte Ladungstriger
kinnen ein starkes MiBverhiltnis zwischen den Raum-
ladungszonen erzeugen, und es ergeben sich daraus
hohe Stromverstirkungen. Z. B. wurde im Falle einer
Silicium-Korngrenze in einem sonst perfekten Mono-
kristall von 5 [£2 em] eine 50-fach erhohte Trigerbe-
freiung gemessen (Abb. 1 u. 2). Transistorwirkung mit
solch hohen a-Werten kann fiir spezielle Anwendun-
gen von groflem Wert sein (Korngrenzen-Transistor).
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Abb. 1. Silicium-Korngrenzen-Transistor. Si n-Typ,
5[ em], Korngrenzengebiet 20—30 [ 2 em]. a,;, ~ 50.
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NOTIZEN

Unabhingig von den 3- Elektroden-Anordnungen fir
Oberflichenmessungen wurden Versuche durchgefihrt,
das hohe Korngrenzenfeld auch im Massivkorper des
Kristalls zu verwenden. Die Korngrenzenzone wurde
hierzu besonders schmal gemacht und ein Schneiden-
kontakt angebracht (s. Abb. 3). Hier zeigte sich ein
entsprechend symmetrisches Verhalten und ein Zener-
Durchschlag vor thermischer Umkehr der Charakteri-
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Abb. 2. Silicium-Korngrenzentransistor. a) Dreidimen-

sionale Darstellung. b) Schaltskizze. V, =25 ViV, =
25 V; Al =2,4 (mA]; AI,=50 [uA]; &= 50.

stik, so dal es aussichtsreich erscheint, Korngrenzen-
spriinge in Zukunft in perfekten Kristallen als Zentren
hoher Energie auszunutzen. Z. B. ist so eine wirksame
Herstellung von Shockleyv-Hook-Kollektoren miglich
und eine fiir die Zukunft bedeutsame Ausnutzung von
Kristallstrukturinhomogenititen zur Beeinflussungdes
Ladungstransportes in Halbleitern.

Ausfithrliche MeBergebnisse und Theorie werden
noch versffentlicht.

Abb. 3. Eingeschlossene praktische Form eines Korn-

grenzen-Transistors. SK Korngrenzen-Schneiden-Kon-

takt. Mii Metalliiberzug, D Draht, M stark dotiertes
n-Typ-Material.
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